Telefunken Transistor BF257 Datasheet

Silicon NPN Transistor

BF257

160V / 100mA
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Telefunken Transistor BF257 Datasheet

BF 257 - BF 258 - BF 259

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistoren mit hoher Sperrspannung.
Besonders geeignet fiir Video-Endstufen in Schwarz-WeiB- und
Farb-FS-Geriten.

Silicon NPN epitaxial planar transistors with high reverse voltage.
Especially for video output stages in black and white and colour TV
receivers.

Abmessungen - Dimensions

MafBe in mm
M2:1

Mormgehause
DINSC 3
JEDEC TO 39
Gewicht - Weight

Kollektor mit Gehduse verbunden max. 159
Collector is connecled to case

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
BF257 BF258 BF259

Kollektor-Basis-Sperrspannung Uego 160 250 300 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 180 250 300 1Y
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 5 5 5 v
Kollektorstrom I 100 100 100 mA
Gesamtverlustleistung

tcase = 25°C Piot 5 5 5 W
Sperrschichttemperatur tj 175 175 175 “C
Lagerungstemperatur Tatg =55, +1715 -55. +115 -55..+17§ °C
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Min. Typ. Max.
Wiérmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Gehéuse Rihac 30 *C/wW
Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tymp = 25°C
Kollektorreststrom
Upg = 100V BF 257 Icpo 50 nA
Upg = 200V BF 258 Icgo 50 nA
Ucg = 250V BF 259 Icgo 50 nA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
I = 100 pA BF 257 U{BH:ICBD 160 v
BF 258 U{BFI]CBD 250 W
BF 259 U{BF[:ICB'D 300 V')
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
I = 10mA BF 257 U{BH].-;EQH 160 v
BF 258 UgRiCED 1) 250 v
BF 259 U{E R)CEO 1y 300 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Ilg = 100 pA U{BH]EED 5 W
Kollektor-Sattigungsspannung
e = 30mA, Ig = EmA Ucesat 1 W
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
Uge = 10V, I = 30mA hpgt) 25
Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur tyq = 25°C, falls nicht anders angegeben
Transitfrequenz
Ucg = 10V, 1 = 10mA, f = 20MHz fr 90 MHz
Rickwirkungskapazitat
Ucg = 30V, Ig 0 Qf= 1MHz Ciire 4.2 pF
Kollektor-Basis-Kapazitat
Ucg = 30V, f = 1MHz Cero 55 pF
Kollektor-Emitter-Kniespannung
IG = 30 mA, HE = 1000, FIE = 4 k0,
f = 0,5MHz, tj = 150°C UcEkn 10 v
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